В лабораторных работах, как и в прошлом семестре,  будем выполнять только расчеты.
	Как отмечалось в лекциях и видно из расчетов курсовой работы, переходные процессы отличаются тем, что законы изменения токов и напряжений являются не периодическими. 						Для того, что бы экспериментально исследовать переходные процессы с помощью обычных приборов необходимо периодически повторять переходный процесс.										В лаборатории кафедры 309 с помощью простой схемы генератора прямоугольных импульсов (ГПИ), которая изображена на рис.1, обеспечивается периодическое повторение переходных процессов Электронный ключ (ЭК) замыкается и размыкается с заданным периодом.


Рис.1
	При разомкнутом ключе на входе цепи появляется постоянное напряжение величиной 10 В и происходит накопление энергии в реактивных элементах (заряд) схемы.  									При замыкании ключа на входе исследуемой цепи происходит короткое замыкание (источник исключается) и запасенная энергия расходуется в виде тепла на активных сопротивлениях (разряд)		Поскольку импульсы и паузы периодически повторяются, то повторяются и переходные процессы. Это позволяет их наблюдать.		Таким образом на вход электрических цепей, которые необходимо рассчитать, подается последовательность прямоугольных импульсов. 
Работа 16 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ И СМЕШАННОМ СОЕДИНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ R,L,C
Цель работы ─ исследование переходных процессов при последовательном и смешанном соединениях R,L,C; определение влияния значений элементов цепи на характер переходных процессов.
Элементы и приборы
Источник постоянного напряжения с регулируемой ЭДС E2=10 В; резистор R2=50 Ом; блок переменного сопротивления R4=(1÷999) Ом; блок  переменной индуктивности L4=(0,1÷99,9) Гн; блок переменной емкости С4=(0,01÷9,99) мкФ; катушка индуктивности L1 с активным сопротивлением Rк1 (значения индуктивности и активного сопротивления взять изЛБР14), электронный ключ..
Порядок выполнения работы
1.Нарисовать схему генератора прямоугольных импульсов (ГПИ) (рис.1), с параметрами  E2=10 В и с частотой переключения  f=50 Гц (частота питания ЭК)
 	Зарисовать прямоугольные импульсы. Период повторения импульсов определяется частотой переключения ключа f=50 гц и равен 20 мс. 		10 мс. схема подключена к источнику и происходит один переходный процесс (заряд).	 										10мс. источник в схеме исключен (на входе схемы короткое замыкание) и происходит  другой переходный процесс (разряд).  		Через 20 мс. процессы повторяются.							Расчет должен быть проведен для 2-х процессов. 					Примечание. Сопротивление R2 в расчеты переходного процесса при разомкнутом ключе  не включается.
	2.Рассчитать переходные процессы в схеме рис.2  при последовательном соединении элементов R,L С выбрав R4=1000 Ом, С4=5 мкФ. Данные для L1  взять из ЛБР14.


Рис.2
	3.Классическим методом рассчитать законы изменения напряжений uR, uК, uС.
	4.Выбрать R4=500 Ом, С4=0,5 мкФ. Повторить п.3..
	5.Выбрать R4=100 Ом; С4=0,1 мкФ. Повторить п.3
	6.Для расчета переходных процессов в цепи со смешанным соединением R, L, С в схеме рис.3, выбрать значения элементов R4=1000 Ом, С4=1 мкФ, L4=0,1 Гн. Определить законы изменения напряжений . u12, u23.


Рис.3
Расчетная часть
1.Построить графики , uR(t), uк(t) и uС(t), рассчитанные в п.п.3–5, для двух положений ключа ГПИ, . 
2. Построить графики , u12(t) и u23(t), рассчитанные в п.6, для двух положений ключа ГПИ,
Все  графики  для каждого пункта построить под  графиком входного напряжения с единой осью  напряжения и в одинаковом масштабе, полагая, что начальный момент времени t=0 соответствует моменту появления прямоугольного импульса на входе цепи.
	4.Определить по графикам переходных процессов периоды свободных колебаний.
	5.Рассчитать аналитически периоды свободных колебаний для переходных процессов в схеме рис.2 для значений элементов R4 и С4 пп.4,5. и. Сравнить полученные расчетные значения Tсв с  определенными в п.4 расчетной части.
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